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Fig.1

(57) Abstract: The method comprises: - arranging the substrate wafer and a susceptor in a deposition device, such that the substrate
wafer lies on the susceptor and the susceptor is held by arms of a support shaft; - checking whether there is an incorrect arrangement
of the susceptor with respect to its position relative to the position of a preheating ring surrounding the susceptor; - checking whether
there is an incorrect arrangement of the support shaft with respect to its position relative to the position of the preheating ring; - if
at least one of the arrangements is incorrect, correcting the incorrect arrangement in question; and - depositing the epitaxial layer on
the substrate wafer.
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3)

(57) Zusammenfassung: Das Verfahren umfasst das Anordnen der Substratscheibe und eines Suszeptors in einer Abscheidevorrich-
tung so, dass die Substratscheibe auf dem Suszeptor aufliegt und der Suszeptor von Armen einer Tragwelle gehalten wird; das Uber-
priifen, ob eine Fehlanordnung des Suszeptors beziiglich dessen Lage relativ zur Lage eines ihn umgebenden Vorheizrings besteht; das
Uberpriifen, ob eine Fehlanordnung der Tragwelle beziiglich deren Lage relativ zur Lage des Vorheizrings besteht; beim Vorliegen von
mindestens einer der Fehlanordnungen, das Beseitigen der jeweiligen Fehlanordnung; und das Abscheiden der epitaktischen Schicht
auf der Substratscheibe.



